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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成23年5月6日(2011.5.6)
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【年通号数】公開・登録公報2010-032
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【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  12/02     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  12/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  12/06     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  12/08     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  12/02    ５３０Ｃ
   Ｇ０６Ｆ  12/00    ５９７Ｕ
   Ｇ０６Ｆ  12/06    ５２２Ａ
   Ｇ０６Ｆ  12/06    ５２５Ｃ
   Ｇ０６Ｆ  12/08    ５０１Ｂ
   Ｇ０６Ｆ   3/06    ３０１Ｔ

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月16日(2011.3.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ消去単位であるブロックを複数備え、各々の前記ブロックはデータ書き込み及び
読み出し単位であるページを複数含む不揮発性半導体メモリと、
　前記不揮発性半導体メモリが備える複数のブロックを、セクタ単位の自然数倍である第
１の管理単位でデータが管理される第１の記憶領域と、前記第１の管理単位の２以上の自
然数倍である第２の管理単位でデータが管理される第２の記憶領域とに割り当てるコント
ローラと、を具備し、
　前記コントローラは、
　　前記第１の管理単位の有効データを前記第１の記憶領域から追い出し、当該有効デー
タを前記第２の管理単位のデータに統合して、前記第２の記憶領域に記憶する第１の手段
と、
　　前記第１の記憶領域内における前記第１の管理単位の有効データを複数選択して、前
記第１の記憶領域内の新たなブロックに書き直す第２の手段と、を備え、
　　前記第２の手段を実行する前に、少なくとも１回、前記第１の手段を実行することを
特徴とするメモリシステム。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記第１の記憶領域に割り当てられたブロックの個数が上限値を
超えた場合に、前記第１の手段を実行した後、前記第２の手段を実行することを特徴とす
る請求項１に記載のメモリシステム。
【請求項３】
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　前記コントローラは、前記第１の手段を実行した後、前記第１の記憶領域内における前
記第１の管理単位の有効データの合計容量が所定値以上である場合、再度前記第１の手段
を実行することを特徴とする請求項２に記載のメモリシステム。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記第１の手段を実行した後、前記第１の記憶領域内における前
記第１の管理単位の有効データの合計容量が所定値未満である場合、前記第２の手段を実
行することを特徴とする請求項２に記載のメモリシステム。
【請求項５】
　前記所定値は、１ブロック分の記憶容量に等しいことを特徴とする請求項３または請求
項４に記載にメモリシステム。
【請求項６】
　前記コントローラは、前記第１の手段を実行する際に、複数ブロックの記憶容量に対応
する前記第２の管理単位のアドレス範囲を選択し、選択された前記第２の管理単位のアド
レス範囲内に含まれる前記第１の管理単位の有効データを追い出すことを特徴とする請求
項１に記載のメモリシステム。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記第２の手段を実行する際に、前記第１の管理単位の有効デー
タの個数が少ない方から順にブロック選択し、選択されたブロックに含まれる前記第１の
管理単位の有効データを書き直すことを特徴とする請求項１に記載のメモリシステム。
【請求項８】
　前記コントローラは、前記第１の手段を実行する際に、前記第２の管理単位のアドレス
範囲内に含まれる前記第１の管理単位の有効データの個数に基づいて、前記第１の記憶領
域から前記第２の記憶領域に追い出す有効データを選択することを特徴とする請求項１に
記載のメモリシステム。
【請求項９】
　前記コントローラは、前記第１の手段を実行する際に、前記有効データの個数が多い方
から順に前記第２の管理単位のアドレス範囲を選択し、選択された前記第２の管理単位の
アドレス範囲内に含まれる前記第１の管理単位の有効データを追い出すことを特徴とする
請求項８に記載のメモリシステム。
【請求項１０】
　前記コントローラは、前記第１の手段を実行する際に、前記第１の記憶領域内において
前記第１の管理単位の有効データを含む前記第２の管理単位のアドレス範囲に対応する前
記第２の管理単位の有効データが、前記第２の記憶領域内において前記第２の管理単位の
無効データを含むブロック内に記憶されているか否かに基づいて、前記第１の記憶領域か
ら前記第２の記憶領域に追い出すデータを選択することを特徴とする請求項８に記載のメ
モリシステム。
【請求項１１】
　前記コントローラは、前記第１の手段を実行する際に、前記無効データの個数が多いブ
ロックに記憶されている前記第２の管理単位の有効データに対応する前記第２の管理単位
のアドレス範囲を優先的に選択し、選択された前記第２の管理単位のアドレス範囲内に含
まれる前記第１の管理単位の有効データを追い出すことを特徴とする請求項１０に記載の
メモリシステム。
【請求項１２】
　前記コントローラは、前記第１の手段を実行する際に、前記第２の記憶領域に追い出さ
れた前記第１の管理単位の有効データを前記第１の記憶領域内において無効化し、有効デ
ータが存在しないブロックを前記第１の記憶領域から解放することを特徴とする請求項１
に記載のメモリシステム。
【請求項１３】
　前記コントローラは、前記第２の手段を実行する際に、第１の記憶領域内の新たなブロ
ックに書き直された前記第１の管理単位の有効データを前記第１の記憶領域内において無
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効化し、有効データが存在しないブロックを前記第１の記憶領域から解放することを特徴
とする請求項１に記載のメモリシステム。
【請求項１４】
　前記コントローラは、前記第１の手段を実行する際に、前記第１の記憶領域から追い出
される前記第１の管理単位の有効データと、前記第１の記憶領域及び前記第２の記憶領域
の少なくとも一方から読み出されたデータとを、前記第２の管理単位のデータに統合する
ことを特徴とする請求項１に記載のメモリシステム。
【請求項１５】
　前記不揮発性半導体メモリに転送するデータを保持可能な半導体メモリを更に具備し、
　前記コントローラは、
　　前記半導体メモリに前記セクタ単位のデータを記憶する第３の手段と、
　　前記半導体メモリから追い出されたデータを、前記第１の管理単位のデータに統合し
て前記第１の記憶領域に記憶する第４の手段と、
　　前記半導体メモリから追い出されたデータを、前記第２の管理単位のデータに統合し
て前記第２の記憶領域に記憶する第５の手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載のメモリシステム。
【請求項１６】
　前記半導体メモリは、揮発性ランダムアクセスメモリであることを特徴とする請求項１
５に記載のメモリシステム。
【請求項１７】
　前記半導体メモリは、不揮発性ランダムアクセスメモリであることを特徴とする請求項
１５に記載のメモリシステム。
【請求項１８】
　前記ページ単位は、前記第１の管理単位の２以上の自然数倍であり、かつ、前記第１の
管理単位は、前記ブロック単位よりも小さいことを特徴とする請求項１に記載のメモリシ
ステム。
【請求項１９】
　前記ブロック単位は、前記第２の管理単位の２以上の自然数倍であり、かつ、前記第２
の管理単位は、前記ページ単位よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載のメモリシ
ステム。
【請求項２０】
　前記不揮発性半導体メモリは、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリであることを特徴とする請
求項１に記載のメモリシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
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